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INSTYTUT TECHNOLOGII ELEKTRONOWEJ

Sim51 S y m u l a t o r  p r o g r a m o w y  u k ł a d u  M CY 78c31

Debug
DEBDG| Sfreg R-Banł Intflen ExtHea Code BitHea Go Deass Quit

PC 0000
SER
ACC 00 00000000

SP 07 B 00 00000000
DPH 00 PSH 00 00000000
DFL 00 PO FF 11111111

TKOD 00 PI FE 11111111
TH0 00 P2 FF 11111111
TL0 00 P3 FF 11111111
TH1 00 IP 00 00000000
TLI 00 IE 00 00000000

SB0E 00 TCON 00 00000000
PCOH 00 SCOR 00 00000000

r Addr -  Code Hnen

-Bank 0-, 
R0  00  
R1 00 
R2 00 
R3 00 
R4 00 
R5 00 
R6 00 
R7 00

HF-Soft 
ITS 

(c) 1987 
- Cycle-,

0000 C3 CLR C
0001 E6 H07 A,@R0
0002 97 S0BB A,@R1
0003 F6 H0V §R0,A

00
08
10
18
20
28
30
38

—  Internal 
00  00  00  00  
00  00  0 0  00  
00  0 0  0 0  00  
00 00  00  00  
00  00  00  00  
0 0  0 0  0 0  0 0  
00  00  00  00  
0000 00 00

Data Henory 
00 0 0  0 0  00  
00 00  00  00  
0 0  0 0  0 0  00  
00-00 00 00 
00  0 0  0 0  00  
0 0  0 0  0 0  0 0  
0 0  0 0  0 0  00  
00 0 0  00 00

>>> Siaulator for 8051 <<< 
- - - - - - - - - Code H e e o r y ,—

0000 C3 E6 97 F6 08 09 DU F9 ..
0008 30 D2 00 22 00 00 00 00 0.
0 01 0 00 00 00 00 00 00 00 00 ..
0018 00 00 00 00 00 00 00 00 ..
0 0 2 0  00  00  00  00  00  00  00  00
0028 00 00 00 00 00 00 00 00 ..
0030 00 00 00 00 00 .00 00 00 ..
0038 00 00 00 00 00 00 00 00 ..

Selp G:Go F 1 0 :Step B:Set Breaks Space:Oser Break R :Beset C :Cycle esc: End

W i z u a l i z a c j a  s t a n u  p r o c e s o r a  M C Y 7 8 c 3 1  n a  e k r a n i e  k o m p u t e r a

KARTA KATALOGOWA
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S y m u l a t o r  p r o g r a m o w y  SIM51 jest e l e m e n t e m  o p r a c o w y w a n e g o  

w ITE z e s t a w u  n a r z ę d z i  u r u c h o m i e n i o w y c h  d l a  s y s t e m ó w  

m i k r o p r o c e s o r o w y c h  r o d z i n y  51.

S y m u l a t o r  p r o g r a m o w y  S IM51 s ł u ż y  do t e s t o w a n i a  p r o g r a m ó w  

n a p i s a n y c h  dla s y s t e m ó w  m i k r o p r o c e s o r o w y c h ,  w k t ó r y c h  

z a s t o s o w a n o  j e d n o s t r u k t u r o w y  m i k r o k o m p u t e r  M C Y  78c3ł. S IM51 

u m o ż l i w i a  s y m u l a c j ę  p e ł n e j  listy r o z k a z o w e j  tego 

m i k r o k o m p u t e r a  w jego m a k s y m a l n i e  m o ż l i w y m  o b s z a r z e  p a m i ę c i  

(64 K b a j t y  p a m i ę c i  p r o g r a m u ,  64 K b a j t y  p a m i ę c i  z e w n ę t r z n e j  

RAM, 384 b a j t y  p a m i ę c i  w e w n ę t r z n e j  RAM), w y k o r z y s t u j ą c  w tym 

celu k o m p u t e r  o s o b i s t y  zgodny' z IBM/PC. N a r z ę d z i e  to jest 

b a r d z o  p r z y d a t n e  w p r o c e s i e  p r z y g o t o w a w c z y m  do u r u c h a m i a n i a  

s y s t e m ó w  m i k r o k o m p u t e r o w y c h ,  p o n i e w a ż  u m o ż l i w i a

p r z e t e s t o w a n i e  c a ł y c h  p r o g r a m ó w  lub jego f r a g m e n t ó w  

n i e z a l e ż n i e  od d o c e l o w e g o  ś r o d o w i s k a ,  tzn. p o z a  p r o j e k t o w a n y m  

s y s t e m e m  m i k r o k o m p u t e r o w y m .

S y m u l a t o r  p r o g r a m o w y  S IM51 p o s i a d a  r o z s z e r z o n y  z a k r e s  

funkcji, j a k i e  s p e ł n i a  t y p o w y  symulator. S I M 5 1  p r z e d s t a w i a  

s o b ą  z i n t e g r o w a n y  pakiet, k t ó r e g o  e l e m e n t a m i  są:

- p o d s t a w o w e  j ą dro symula t o r a ,  k t ó r e  r e a l i z u j e  s y m u l a c j ę  

l isty r o z k a z o w e j  u k ł a d u  M C Y  78c31,

- s y s t e m  p r z e r w a ń  o r a z  p r a c y  k r o k o w e j  symulacji,

- c z ę ś ć  r e a l i z u j ą c a  o k i e n k o w ą  w i z u a l i z a c j ę ,  a n a l i z ę  i 

m a n i p u l a c j ę  s t a n u  p r o c e s o r a ,  p a m i ę c i  i s y m u l o w a n e g o  

programu,

d e a s e m b l e r  p r o g r a m u ,  u m i e s z c z o n e g o  w p a m i ę c i  

s y m u l a t o r a ,

- e d y t o r  p r o g r a m ó w  ź r ó d ł o w y c h ,

- a s e m b l e r  i linker, r e a l i z u j ą c e  m o d u ł o w ą  a s e m b l a c j ę  i 

k o n s o l i d a c j ę  p r o g r a m ó w  u t w o r z o n y c h  edyto r e m ,

- d o s t ę p  do s y s t e m u  o p e r a c y j n e g o  k o m p u t e r a  i p r o g r a m ó w  

z g r o m a d z o n y c h  na d y s k i e t k a c h  w c e l a c h  s e r w i s o w y c h  i 

p o m o c n i c z y c h .
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S y s t e m  o b s ł u g i  s y m u l a t o r a  p o l e g a  na w y b o r z e  p o l e c e ń  

u m i e s z c z o n y c h  w menu , w s p o m a g a n y m  o p i s a m i  p o m o c n i c z y m i .  Dla 

w i z u a l i z a c j i  d a n y c h  w y k o r z y s t a n o  6 y s t e m  oki e n k o w y .  D z i d k i  

temu p r o c e s  o b s ł u g i  s y m u l a t o r a  z n a c z n i e  u p r o ś c i ł  się, a 

u ż y t k o w n i k  ma m o ż l i w o ś ć  s t a ł e g o  o b s e r w o w a n i a  s t a n u  p r o c e s o r a  

i w y b r a n e g o  o b s z a r u  pamięci.

T y p o w y  p r o c e s  t w o r z e n i a  i t e s t o w a n i a  p r o g r a m ó w  za p o m o c ą  

s y m u l a t o r a  p r o g r a m o w e g o  S I M51 w y g l ą d a  n a s t ę p u j ą c o :

1. s t a r t  s y m u l a t o r a  SIM51,

2. u s t a w i e n i e  p a r a m e t r ó w  dla edytora, a s e m b l e r a  i 

l i n k e r a  r o z k a z e m  PATH,

3. w e j ś c i e  w e d y t o r  r o z k a z e m  ED I T  or a z  e d y c j a  p r o g r a m u  

ź r ó d ł o w e g o ,

4. w y w o ł a n i e  a s e m b l e r a  i l i n k e r a  r o z k a z e m  A S M L N K ,

5. z a ł a d o w a n i e  k o d u  w y n i k o w e g o  w o b s z a r  s y m u l o w a n e j  

p a m i ę c i  p r o g r a m u  r o z k a z e m  LOAD,

6. p r z e g l ą d  i z m i a n a  z a w a r t o ś c i  k o m ó r e k  p a m i ę c i  i 

r e j e s t r ó w  r o z k a z a m i  p o d m e n u  DEBUG,

7. u s t a w i e n i e  p u n k t ó w  z a t r z y m a n i a  symulacji,

8. s t a r t  s y m u l a c j i  r o z k a z e m  GO.

K o r e k t y  s y m u l o w a n e g o  p r o g r a m u  m o ż n a  d o k o n a ć  b e z p o ś r e d n i o  

p r z e z  z m i a n ę  z a w a r t o ś c i  k o m ó r e k  p a m i ę c i  p r o g r a m u  lub p r z e z  

z m i a n ę  p r o g r a m u  ź r ó d ł o w e g o  p r z y  p o m o c y  z i n t e g r o w a n e g o  e d y t o r a  

i p o n o w n ą  a s e m b l a c j ę  i k o n s o l i d a c j ę .
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KONTROLER PAMIĘCI DYNAMICZNE! RAM UCY 74S402!

Okł-ad tfCY 74S4020 pełni funkcję kontrolera pamięci dynamicznej 
RAM w 8-bitowych systemach mikroprocesorowych. Przeznaczony jest 
do pracy w elektronicznym sprzęcie profesjonalnym. Kontroler 
wytwarza wszystkie sygnały niezbędne do bezpośredniej współ­
pracy mikroprocesorów MCY 7880 i 8085 z pamięciami dynamiczny­
mi RAM- 4 i 16 kbitowymi z multipleksowanym adresem, takimi 
jak: MCY 7116 i MCY 7161.
Układ umożliwia odświeżanie pamięci przez mikroprocesor bądź 
przez wewnętrzny zegar układu. Kontroler może sterować i od­
świeżać do 4 banków pamięci o sumarycznej pojemności 64 kbajtów, 
słów - max. 16-bitowych - co odpowiada 64 układomMCY 7116. .

a h a r 1
------rz r—

4 0 3
UCC

a h 3 t 2 3 9 3 a h 5

a h 2 t 3 38 3 a h 6

A H 1 [ 4 37 3 X i |C LK

> X o c 5 36 I Xo|0 P|

A L q c 6 35 3 T N K

ÔÜTÔ c 7 3 4 3 R EW A LE

A L , c 8
U T Y

33 3 'PCS

OUTj c
9 7 4 S 4 0 2 J 32

3 R D /S t

A L 2 t 10 ■31 3 W R

o u t 2 t 11 3 0 3 S A C K
A L ą [ 12 2 9 3 X A C K
o u t 3 c 13 2 8 3 W E “ '
A l A t 14 2 7 1 ć a 5

OUT^ [ 15 2 6 3 r a s 3
A L 5 c16 2 5 3 B^/OP-i
OUT5 [ 17 24 3 B o

A L ^ f ÿ 18 23 3 r a s 2

o u t 6 [ 19 22 3 R A S 1
G N D t i?o 21 3 RA Sn

Rys. 1. Rozkład wyprowadzeń

WSTĘPNA INFORMACJA TECHNICZNA
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Oznaczenia wyprowadzeń

ALg - AL6/ 0 P 3 - wejścia młodszych bitów adresu. Sygnały te po

przejściu przez multiplekser są adresami wier­

sza pamięci RAM. Wejście AL^/OP-j służy dodat­

kowo do selekcji modu 4 k;

AHn - AH. - wejścia starszych bitów adresu. Sygnały te po
U O (2,

przejściu przez multiplekser są'adresami 'ko­

lumny pamięci RAM. W madzie 4 k wyjście OUT^ 

może sterować wejście CS pamięci RAM;

0UTn - OUT, - wyjścia sterujące wejściami adresowymi parnię-
U 6

ci RAM;

WE - wyjście, zezwolenie zapisu. Sygnał steruje za­

pisem danych do pamięci RAM; •

CAS - wyjście, strobowanie adresu kolumny. Sygnał

służy do "zatrzaskiwania" w blokach sterują­

cych pamięci RAM adresu kolumny;

RAS - RAS^ - wyjścia, strobowanie adresu wiersza. Sygnał

wykorzystywany przez pamięć RAM do zatrzaśnię­

cia adresu wiersza;

B g ,  Bt/OP^ - wejścia, adres banku pamięci. Sygnały te

określają, które z wyjść RASg - RAS^ są ak­

tywne.

Wejście B^/OP^ służy dodatkowo do selekcji mo- 

du kontroli z przyśpieszonym odczytem;

RD/Sj - wejście, żądanie odczytu pamięci. W modzie nor­

malnym zero na tym wejściu oznacza żądanie do­

stępu do pamięci w trybie odczytu.

W modzie przyspieszonego odczytu wejście ste­

rowane jest sygnałem S^ z mikroprocesora 8085. 

Żądanie odczytu jest w tym modzie określone 

przez stan wysoki na S^ przy opadającym zboczu 

sygnału ALE;

WR - wejście, żądanie cyklu zapisu do pamięci , zera

na tym wejściu oznacza żądanie dostępu tSzi pa­

mięci w -trybie zapisu;
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PC3 wejście, zabezpieczenie wyboru układu: Sygnał służy

do wyboru bloku pamięci, jeżeli mikroprocesor steru­

je więcej niż jeden układ UCY 74S402. Żądanie dostę­

pu do pamięci jest uwzględnione przez układ, tylko 

wtedy, gdy na wejściu FUŚ jest zero logiczne;

Rc FQ/Al E - wejście, żądanie odświeżenia. Jedynka na tym wejściu '

powoduje wykonanie przez kontroler cyklu odświeżenia

pamięci. W madzie przyspieszonego odczytu wejście 

• to, na które podawany jest sygnał ALE,służy do stro- 

bowania zapisu w wewnętrznym przerzutniku stanu wejś­

cia S ^ ;

XACK - wyjście, powiadomienie o transferze. Sygnał określa

moment zakończenia cyklu dostępu do pamięci. Jest 

używany do zatrzaskiwania danych przy odczycie pa­

mięci RAM;

SACK - wyjście, powiadomienie systemu. Sygnał określający

rozpoczęcie cyklu dostępu do pamięci, używany do 

sterowania linii READY mikroprocesora. Sygnał SACK 

może być opóźniony, tzn. jego zbocze opadające po­

krywać będzie się ze zboczem opadającym sygnału 

XACK, jeżeli żądanie dostępu do pamięci nastąpiło 

w czasie trwania cyklu odświeżania.

x0/op2
X1/CLK

TNK

UCC
GND

Sygnały XACK, SACK generowane są dla umożliwienia 

mikroprocesorowi synchronizacji z pamięciami o róż­

nym czasie dostępu;

zaciski zewnętrznego oscylatora kwarcowego;, 

wejście. Oscylator kwarcowy podłącza się zgodnie 

z rys. 3. Jeżeli wejście Xg/0P2 połączyć przez re­

zystor 1 k£> do +12 V,’ to X^/CLK jest wejściem 

o poziomach TTL dla zewnętrznego oscylatora steru­

jącego.UCY 7 4 S 4 0 2 ;

podłączenie obwodu rezonansowego w przypadku użycia 

kwarcu overtonowego (rys. 3); 

zasilanie 5V±5%; 

masa 0 V.
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U,

DOPUSZCZALNE PARAMETRY EKSPLOATACYJNE

Napięcie zasilania

Napięcie wejściowe

Temperatura otoczenia 
w czasie pracy

Temperatura przechowywania

Rezystancja termiczna 
złącze-otoczęnie

Temperatura złęcza

CC
U-

R

'amb

'stg

thj-a

tj

-0,5 f 

-1 +

0 f

-55 +

7 V

5,25 V

70 °(

125 °(

150

K/W

Rys. 2. Schemat blokowy układu



ELEKTRYCZNE PARAMETRY CHARAKTERYSTYCZNE (Ucc = 5V±5%,jeśli nie podano inaczej)

Nazwa parametru Symbol Jedn.
Wartość

Warunki
pomiaru

m i n . max.
1 2 3 4 5 6

Napięcie wejściowe w stanie niskim 

(wszystkie wejścia)
UIL

V 0,8
UCC ■ 5 v

Napięcie wejściowe w stanie wy­

sokim

(wszystkie wejścia)

UIH
' V 2,0

UCC ■ 5 v

Prąd wejściowy w stanie wysokim 

(wszystkie wejścia)
!ih /U A 40 Urp = 5,25 V 

Uj = 5,25 V

Pręd wejściowy w stanie niskim

x 1/c l k

(pozostałe wejścia)

' h i mA

2,0

0,32

= 5,25 V 

u f  . 0,45 V

Napięcie wyjściowe w stanie niskim 

SACK, XACK 

(pozostałe wyjęcia)

V

0,45

0,45

Ucc = 4,75 V 

I0L = 5 mA 

IQL = 3 mA

Napięcie wyjściowe w stanie wy­

sokim

SACK, VXACK!

(pozostałe wyjścia)

J0H . V

2 ,4
2,6

Ucc = 4,75 V 

I0H = _1 mA



ELEKTRYCZNE PARAMETRY CHARAKTERYSTYCZNE,c.d .

1 2 3 4 5 6

Prąd zasilania Icc mA 250 Ucc = 5,25 V

Ujemne napięcie wejściowe 

(wszystkie wejścia)
-UIL

V 1,0. ucc = 5 v •
-Ij = 5 mA

Okres oscylatora/zegara
v }

ns 40 54 r ys. 6

Czas trwania cyklu
tRC ns 10tp-30

12tp
rys . 6

Czas trzymania adresu wiersza t 2) 
RAH

ns tp-io rys. 6

Czas ustalenia adresu wiersza t 2) *ASR
ns

tpH
rys. 6

Czas trzymania adresu kolumny t 2 > 
CAH

ns
5tP

rys. 6

Czas ustalenia adresu kolumny t 2) ASC
ns

tp“3 5 -
r ys. 6

Opóźnienie RAS CAS

tRC0
ns

ns

2tp-lQ

2tp“10

2tp+30

2tp+45

rys. 6

obciążenie 32 RAM 

obciążenie 64 RAM



ELEKTRYCZNE PARAMETRY CHARAKTERYSTYCZNE,9 .d .

1 2 3 4 5 6

Czas ustalenia FE względem CAS twcs ns tp-40 rys. 6

Czas trzymania RAS względem CAS t 2) 
RSH

ns 5tp-30 r ys. 6

Szerokość impulsu CAS

tCAS
ns

ns
5tP
5tp-30

rys. 6

obcięźeni‘e 32 RAM 

obciążenie 64 RAM

Odstęp impulsów RAS
tRP

ns 4tp-30 rys. 6

Czas trzymania WE* względem CAS 

»
t -3) 
WCH

ns

ns

5tp-20' 

. 5tp-35

rys. 6-

obciążenie 32 RAM 

obciążenie 64 RAM

Odstęp pomiędzy wewnętrznie 

generowanymi cyklami odświe­

żania
tREF

ns

ns

548tp

264tp

576tp 

288tp .

rys. 6 

pamięć 4 k

pamięć 16 k

Opóźnienia RO, WR ■— >■ RAS +
CR

ns
tpH*30 W ”

rys. 6

Opóźnienia RD, W R — >■ CAŚ

tCC
ns

ns
V 2tp+25
V 2V 25

t p H ^ p * 85
tpH+3tpł100

rys. 6

obciążenie 32 RAM 

obciążenie 64 RAM



ELEKTRYCZNE PARAMETRY CHARAKTERYSTYCZNE^c.d.

1 ' 2 3 4 5 6

Opóźnienie REFQ — »»RAS tRFR ns l,5tp+30 2,5tp+100 rys. 6

Czas trzymania adresu Ag - A ^  

względem WR i RD

t 4) AS ns 0 rys. 6

Opóźnienia WR , RD -— »-SACK
tCA

ns tp+4° rys. 6

Opóźnienia WR , RD— *■ SACK i XACK 

(zbocze narastające)
tCK

ns 30 rys , 6
*

Odstęp sygnałów WR i RD od 

narastającego zbocza SACK
tKCH

ns 10 ■ rys . 6

Czas ustalenia sygnałdw-WR i RD 

względem zbocza narastającego 

zegara

tSC
ns 15 rys. 6

Odstęp CAS— *■ XACK
tCX

ns

ns

5tp-25

5tp-40

5tp+20

5t +2(1 
P

r ys. 6

obciążenie 32 RAM 

obciążenie 64 RAM



ELEKTRYCZNE PARAMETRY CHARAKTERYSTYCZNE,c.d .

1 2 3 4 5 6

Opóźnienie XACK— •-CAS
łACK

ns 10 rys. 6

Szerokość impulsu XACK t 5)Xxw ns 2tp-25
•

r ys. 6

Szerokość impulsu REFQ
tLL

ns 20 rys. 6

Czas trzymania sygnałów RD, 

WR i PCS względem RAS
tCHS

ns 0 rys. 6

Opóźnienie ¥r W e 

(zbocze narastające)
tWW'

ns 8 50 rys. 6

Czas ustalenia S^ względem ALE
łAL

ns 40 rys. 6

Czas trzymania S^ względem ALE
\ a

ns 2tp+40 r ys. 6



ELEKTRYCZNE PARAMETRY CHARAKTERYSTYCZNE,c.d .

Czas trwania stanu niskiego 

zegara zewnętrznego
'PL

ns 15 rys. 6

Czas trwania stanu wysokiego 

zegara zewnętrznego
'PH

ns 22 r ys. 6

Minimalny okres zegara określony jest parametrami dynamicznymi układu. Maksymalny 
okres zegara (54 ns) określony jest przez maksymalny okres odświeżania pamięci RAM, któ­
ry wynosi 2 ms dla każdej komórki. Jeżeli nie wymaga się odświeżenia pamięci, układ może 
pracować z dowolnie niskę częstotliwością zegara.

o .
'Czasy te są prawdziwe, jeżeli przez cały czas cyklu dostępu pamięci adres podawany 

przez mikroprocesor jest stabilny. Układ UCY 74S402 nie zawiera przerzutników zapamiętu­
jących stan wejść adresowych.

^  Sygnał WE przechodzi do stanu wysokiego w momencie określonym przez t^w bądź ty/en 
(w zależności od tego, który wystąpi wcześniej).

zakłóco-^ J e ż e l i  tAS będzie mniejszy od zera, to funkcjonowanie układu, nie zostanie 
ne - jedynie czas tASR odpowiednio zmniejszy się.

   ̂t yw ma sens, jeżeli już wcześniej znikły sygnały RD bądź WR, jeśli nie -• sygnały
XACK i SACK trwają aż do zakończenia RD lub WR i wówczas moment zakończenia SACK.i XACK 
określa czas tę«.
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+- tCHS-
l- l CC “ H  
f^RDC

**—IfySf** H asr-^T

COLUMN 
A DDR

ROW
ADDR

HcA-i

DELAYED SACKSACK

XACK

*" W  CYKLU ODCZYTU SYGNAŁ WE JEST CAŁY CZAS 1 LOGICZNA,

-Rys. 3. Przebiegi czasowe w układzie przy wykonywaniu n o r m a l n e ­
go cyklu zapisu lub odczytu pamięci
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X i/C LK

S A C K

POZOSTAŁE  SYGNAŁY I C ZA SY  JAK W NORMALNYM CYKLU  ODCZYTU

Rys. 5. Przebiegi czasowe w układzie przy wykonaniu cyklu 
czy tu w modzie z przyspieszonym odczytem (współpraca z m i k r o ­

procesorem 8085 )

R E F Q

R A S 0i-3

OUTgig R0W Y  AD,R ES  X  LICZNIK ODŚW. INKREMENTOWANY 
U' ADDR A -  ODSW. A _______________________'

W CYKLU ODŚWIEŻANIA WYJŚCIA C A Ś } W E-, SACK, XACK
SĄ  N IEAKTYW NE

Rys. 4. Przebiegi czasowe w układzie przy wykonaniu cyklu od­
świeżania pamięci

XACK
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Ć L

WYJŚCIE
WARTdŚĆ CL

32 pamięci 64 pamięci

SACK. XACK 

0UTq - 0UT6 

RASg - RAS^ 

WE 

CAS

30 pF 

160 pF 

115 pF 

224 pF 

320 pF

30 pF 

320 pF 

230 pF 

450 pF 

640 pF

Rys. 6. Obciążenie wyjść przy pomiarze parametrów dynamicznych 
przy obciążeniu układu 32 bądź 64 pamięciami RAM
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feSllNSTYTUT TECHNOLOGII ELEKTRONOWEJ

DRIVER - SENSOR ULY 79340

Monolityczny, bipolarny układ scalony ULY 79343 pełni funkcję 
drivera i sensora. Przeznaczony jest głównie do stosowania w 
sprzęcie kontrolno-pomiarowym sterowanym komputerem.
Układ drivera, wymusza na swoim wyjściu napięcie, które co do 
wartości równe jest odpowiedniemu napięciu wejściowemu. Układ 
sensora daje informację w postaci sygnałów logicznych o war­
tości napięcia wejściowego.
Układ drivera może znajdować się w dwóch rodzajach pracy: w 
stanie aktywnym, jako układ wymuszający napięcie,oraz w stanie 
spoczynku - wyjścia drivera są w stanie wysokiej impedancji. 
Napięcie wyjściowe w stanie aktywnym odpowiada odpowiedniemu 
napięciu podanemu na jedno z czterech wejść. Wybór wejścia 
jest dokonywany poprzez podanie sygnałów na wejścia i zapamię­
tywane w rejestrze stanu układu. Sygnały sterujące maję pozio­
my TTL, Napięcia odniesienia dla drivera są połączone w dwie 
pary /A i B/, a każda para , ma "wysoki" i "niski" poziom. 
Wartość napięć wejściowych /wyjściowych drivera/ wynosi od 
-8 V do 16 V.
Napięcia odniesienia drivera służą także do. wymuszania odpo­
wiedniego napięcia sterującego źródła prądowe - jedno o prą­
dzie dodatnim, drugie - o prądzie ujemnym.
Układ sensora jest zbudowany z dwóch komparatorów sprawdzają­
cych, czy napięcie wejściowe leży poniżej napięcia odniesieni« 
SL, czy powyżej napięcia SH, czy też pomiędzy nimi. Napięcia 
odniesienia są podzielone w pary A i B i podawane na wejścia 
oznaczone SLA, SLB, SHA i SHB.

WSTĘPNA INFORMACJA TECHNICZNA



Zakres napięć wynosi -8 V + +16 V. Wynik komparacji może zostać 
zapamiętany w odpowiednim rejestrze i przeniesiony na wyjście 
oznaczone SEL, SS i.SMR.

-  2 -

+
oc o _1
__ -1

W
28- - SM R

SHB --2 27- - S S
SH A . • 3 26- • SEL

S IB  - - 4 25- - MASA
SLA . • 5 24- - SENST RB

SENSE - - 6 23- - LD ACT
RSł-L - 7 — > 22- - LD SETUP
RSL . -8 CO 21- - SEE/RL

BR B IA S .-9
CD
O -
V. 20- - s t a /r h

+uc --10
3 19- - co n/ l l s

DN . -11 18- - u E

DO - -12 17- • +DHA
D P - ■13 _ 16- - DHB -

D LB . -14 15- - DLA

Rys.l. Rozkład wyprowadzeń

□HA/17/, - napięcia odnie-
DLA/15/ sienią A drivera
DHB/16/, - napięcia odnie- ;
DLB/14/ sienią B drivera
SHA/3/, - napięcia odnie-
SLA/5/ sienią A sensora
SH8/2/» — napięcia odnie-
SLB/4/ sienią B sensora
SENSE/6/ - napięcie wejścio­

we sensora
RSH/7/ — źródło prędu

uj emnego
RSL/8/ - źródło prędu

dodatniego
DO/12/ - wyjście drivera
ON/ll/ - wyjście drivera

sterujęce bazę 
tranzystora NPN

DP/13/ — wyjście drivera
sterujęce bazę 
tranzystora PNP

BR BIAS/9/ —  wejście zwiększa- 
jęce wydajność 
prędowę drivera
wejścia strobuję- 
ce o poziomach 
TTL

SENST RB/24, 
LD ACT/23/. 
LD SETUP/22/
CON/LLS/19/,.
STA/RH/20/,
SEE/RL/21/
SEL/26/,
SS/27/,
SMR/28/

“cc/1/

uc/io/

Ue /18/

wejścia informa­
cyjne o poziomach 
TTL

wyjścia cyfrowe 
komparatora o 
poziomach TTL
napięcie zasila­
nia +5 V
napięcie zasila­
nia +24 V
napięcie zasila­
nia -20 V

MASA/25/ — masa układu 0V
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DOPUSZCZALNE PARAMETRY EKSPLOATACYJNE

Napięcie zasilania UCC
U,

Ur

6 V 

26 V 

22 V

Napięcia wejściowe

a/ wejścia TTL; SENST RB, LD ACT, U

LD SETUP, SEE/RL, STA/RH,

CON/LLS

b/ wyjścia analogowe: SLA, SLB, U

CHA,SHB, DLA, DLB, DHA, DHB,
SENSE

ITTL

IA

-1*5,5 V

-8,5*16,5 V

Pręd wyjściowy:

a/ wyjścia TTL: SMR, SS, SEL

b/ wyjścia analogowe: DP, DN

c/ wyjścia nałogowe: RSL,

RSH

OTTL

‘OA

ORSL

ORSH

15 raA 

-3*3 mA 

1 mA 

-1 mA

Temperatura otoczenia w czasie 

pracy

Temperatura przechowywania

arab

stg

0*70 C

-40+125 C

Temperatura złęcza 150 °C
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con/ i l s L L

STA/RH SENSE

SEE/RL

SENST RB

Rys.2 Sche m at f u n k c j o n a l n y
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8a

□ 10 25
+ 5V +2 4V -20V OV-masa

u k ła d u  ULY 7 9 3 ^ J
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PARAMETRY CHARAKTERYSTYCZNE /t » O -ł 77°C, Ucc = 5 V + 5%, 

Uę = 2 4 V + 5%, U £ = - 2 0  V + 5 % , o  ile rrie podano inaczej/

Wartość
Warunki
pomiaruNazwa parametru Symbol CJedn, min. max.

1 2 3 4 5 6

Pręd wejściowy w stanie 
niskim: SEE/RL. STA/RH, 
CON/LLS,SENST RB,
LD SETUP, LD/ACT

IIL »u A 
^u A

-200
-400

U__= 5,25 V 
U“ = 45 V

Pręd wejściowy w stanie 
wysokim: SEE/kL, STA/RH, 
CON/LLS, SENST R8, LD ACT, 
LD SETUP

JIH fi A 10 U_„ = 5 V 
U^u = 5,25 V

Ujemne napięcie wejściowe 
/wejścia TTL/ "UD V ■ 1 — Upp=4,75 V 

-ï = 1 mA
Napięcie wejściowe w sta­
nie niskim /wejścia TTL/ U IL V 0.8

Napięcie wejściowe w sta­
nie wysokim /wejścia TTL/ UIH V 2

Napięcie wyjściowe w sta­
nie niskim SMR, SS, SEL U0L V 0,45 Iq l  3 1 mA

Napięcie wyjściowe w sta­
nie wysokim SMR, SS U0H V 2.4 Up =4,75 V

IoH^IOO/UA
Pręd wsteczny na wyjściu I0H /JA 100 Upp=4,v75 V 

U“ -5,2S V
Pręd zasilania Icc mA 45 ucc=5,2s V
Pręd zasilania Ic. Uc=25,2 V

Pręd zasilania IE

mA
mA

25
20 X i ° 2  VBI AS ^

U£ = -21 V

Pręd wejściowy na wejś­
ciach drivera: DHA, DHB, 
DLA, DLB

IINAD

mA. 
mA .

,uA

—30
-25

-5 2°

URT _=0 V
u =12 vBIAS
u i n a d =-8-»16V 
U BIAS=12 V

Pręd wejściowy na wejś­
ciach sensora: SENSE, 
SLA, SLB, SHA, SHB

IINAS ,uA 
û A

10
5 u i n a s =-8<15V



7 -

PARAMETRY CHARAKTERYSTYCZNE, C.d_

1 2 3 4 5 6

Pręd wejściowy w sta­
nie wysokiej impedancji: 
RSL, RSH.
DO

XOTHR

V. 
\ c 
c

> 
> 

.

- 5
-20

5
20

U i n =-8*16 V

Napięcie niezrównoważenia 
drivera: DO, RSL/ RSH UDOFF mV -300 300 U =-8«16 V

I5 u t " ^ 100/ i A

Napięcie niezrównoważenia 
komparatora: • SOFF mV -300 300 UIN=“ë**16 V
Na wejściu: DO SR V^us 90 U8IAS " 0
Czas narastania: DO tDPLH .̂us 2 URTAQ = 0

UIN=“6'*16 V
Czas opadania tDPHL yUS ; 2 H B I A S c;3 .? 

U IN=-6*16 V

Rys.3. Kształt obudowy ceramicznej 28-wyprowadzeniowej typu
dual-in-line



Wymiary obudowy

Symbol
wymiaru

Wymiary [mm]

min. typ. max.

A 3,22 3,47 3,72

b 0,46 0,51

c 0,25 0,30

D 35,6

m e - 14,99 15,24

e 2,54

el 14,99

L 4,00 4,30

INSTYTUT TECHNOLOGII ELEKTRONOWE3
Al. Lotników 32/46 
02-668 Warszawa
.tel 435401 *
tlx 815647 Druk ZOINTE ITE zara. / 88. r\.~>00
Cena 80 &
Marzec 1988

PRAWO REPR0DUKC31 ZASTRZEŻONE



INSTYTUT TECHNOLOGII ELEKTRONOWEJ

DIODA ELEKTROLUMINESCENCYJNA CQYP 43

Dioda elektroluminescencyjna z GaAs/GaAlAs wykonana została 

techniką wielowarstwowej epitaksji w  zahermetyzowanej obu­

dowie metalowo— szklanej. Obszar emisji promieniowania usy­

tuowano centrycznie względem ścianek obudowy*

Dioda stanowi element' czynny w  złączu nadajnikowym przystoso­

wanym do wielokrotnego łączenia ze światłowodem o średnicy 

rdzenia 0r = 200 yum*

DOFUSZCZALNE PARAMETRY EKSPLOATACYJNE

Prąd przewodzenia IF 100 mA

Napięcie wsteczne UR 2 V

Temperatura obudowy t
case

-40 + +55 °C

Temperatura przechowywania tstg
-40 * +70 °c

WSTĘPNA KARTA KATALOGOWA
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PARAMETRY CHARAKTERYSTYCZNE

Nazwa parametru Symbol Jedn*
.Wartość Warunki

min« •typ« max. pomiaru

Moc promieniowania Pe
mV 2 3 - IF = 100 mA

Napięcie przewodzenia UF
V 1 , 8 2,5 Ip = 100 mA

Długość fali odpowia­
dająca maksimum charak­
terystyki widmowej AP

nm 800 - 900 Ip = 100 mA

Szerokość połówkowa 
widma promieniowania a A0,5

nm - 40 50 Ip = 100 mA

Prąd wsteczny y - u A - mm 100
UR " 2 V

Niewspółosiowość obsza­
ru emisji względem 
ścianek bocznych obudo* 
wy

A ^um - 50 100

Rys. 1. Obudowa CQYP 43
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I ffm A] 
100

-40 -20

Rys« 2 . Charakterystyka prądo- 
wo-napięciowa

Rys. 3, Zależność dopuszczal­
nego prądu przewodzenia od tem­

peratury obudowy

AAo,5'46mm

Ajńm]

Rys. 5. Względny widmowy roz­
kład mocy promieniowania

ó 3) ioo £o »5
IfCmA]

Rys. 4 . Charakterystyka mocowo- 
prądowa



INSTYTUT TECHNOLOGII ELEKTRONOWEJ

Al. Lotników 32/46 
02-668 Warszawa

tel. 43-54-01
tlx 815647 Druk ZOINTE ITE
Cena 40 żł

PRAWO REPRODUKCJI ZASTRZEŻONE



INSTYTUT TECHNOLOGII ELEKTRONOWEJ

02-668 Warszawa, Al. Lotników 32/46

Impulsator laserowy LP-2

Instrukcja obsługi



NC

5i
fti



Producent przyrządu zastrzega sobie prawo wprowadzenia 

zmian konstrukcyjnych.

SPIS TREŚCI

1. Przeznaczenie

2. Zasada działania

3. Dane techniczne 

Wskazówki użytkowania

5. Zasady bezpieczeństwa obsługi



1 . P rzein aczenie

Impulsator laserowy LP-2 jest przeznaczony do zasilania pół- 

przevodniV.cvych laserów impulsowych dużej nocy. Impulsator LP-2 

generuje impulsy o stosunkowo krótkich czasech narastania i opa­

dania. Podatkowe wyjście synchronizacji zewnętrznej w obudowie 

impulsatera LP-2 umożliwia podłączenie zewnętrznego generatora 

impulsów w celu osiągnięcia sterowanej pracy impulsowej lasera,

2. Zasada działania

Schemat impulsatora 1P-2 przedstawiony jest na rys,1. Impul­

sator działa na zasadzie generacji impulsów prądowych w tranzys­

torze BD 139, który doprowadza się ćc lawinowego rodzaju pracy 

i vyzvala za pomocą układu typu TTL,

Rys,1. Schemat elektryczny



3. Dane techniczne

Długość impulsu 50 n*

Czas narastania Impulsu 15 na

Czas opedanla lmpulai; 15 na

Częstotliwość Impulsów przy synchronizacji wewnętrznej £00 Kz

Zakres regulacji szczytowego prądu przewodzenia jest dosto­

sowany do parametrów lasera.

Zasilanie 220 V, 50 Hz

Pobór mocy 2 W

Wymiary 157 x 124 x 50 aa

Kasa 700 g

4, Wskezówki użytkowania

4.1. Opis elementów znajdujących się na płycie czołowej inrpul- 

satora (rys.2).

P, LD SW2 SW1 

Rys.2. Widok płyty czołowej

LD - laser półprzewodnikowy,

5W1 - przełącznik sleciowyj w położeniu OFF zasilanie jest wy­

łączone, w położeniu ON - włączone.



LED - dioda świecąca sygnalizująca włączenia zasilania,

SW2 - przełącznik oznaczony napisem TRICC 6łuży do zmiany ro-
I

dzeju synchronizacji; w położeniu INT działa synchroni­

zacja wewnętrzna, a w położeniu EXT laser noże pracować 

z synchronizacją zewnętrzną,

P1 - potencjometr regulujący amplitudę impulsów.

4.2. Opis elementów znajdujących się na płycie tylnej impul-

satora (rys.3).

Rys.3. Widok płyty tylnej

-i t- -  bezpiecznik 220 V/100 nA,

EXT, TRIGG - wejście służące do podłączenia zevmętrznego ge­

neratora impulsów,

CURRENT - wejście służące do podłączenia oscyloskopu w 
MONITOR '

celu obserwacji kształtu i amplitudy impulsu,

4,3. Włączanie zasilania.

4.3.1. Ustawić przełącznik SW1 w pozycji OFF,

4.3.2. Potencjometr P1 przekręcić w lewe skrajna położenie.

4.3.3. Włożyć przewód sieciowy do gniazda o napięciu 220V 1 

częstotliwości 50 Hz.

4.3.4. Ustawić przełącznik 5W1 w pozycji ON.



*7 przypadku pracy z wewnętrzny synchronizacją należy:

4.3.5. Ustawić przełącznik SW2 w pozycji INT.

4.3.6. Obracać potencjometr P1 w prawą stronę do położenia za­

znaczonego na obudowie impulsatora. Po podłączeniu oscy­

loskopu do gniazda CURREUT MONITOR można obserwować am­

plitudę impulsu na ekranie oscyloskopu.

Podczas pracy z zewnętrzną synchronizacją należy:

4.3.7. Ustawić przełącznik SW2 w pozycji EXT.

4.3.8. Podłączyć generator impulsów do wejścia EXT. TRIGG i 

ustawić amplitudę impulsu sterującego równą 5 V.

4.3.9. Wykonać czynności wymienione w punkcie 4,3.6.

5. Zasady bezpieczeństwa obsługi

Promieniowanie laserowe jest szkodliwe dla wzroku i nla na­

leży kierować wiązki promieniowania laserowego bezpośrednio w

oczy.

Druk ZOINTE ITE zam.fi/8a n . Z O O





INSTYTUT TECHNOLOGII ELEKTRONOWEJ

Miniaturowy termistor pastylkowy NTC-POO o u j e m n y  współczyn- 

niku rezystancji przeznaczony Jest do zastosowania przy pomia­

rze i regulacji temperatury modułów laserowych.

Termistor Jest wykonany w kształcie cylindrycznej płytki 

z dwiema posrebrzanymi powierzchniami równoległymi. W czasie 

montażu modułu przewiduje się przylutowanie jednej płaszczyz­

ny termiśtora do obudowy oraz odprowadzenia z drutu miedziane­

go posrebrzonego o średnicy ^ 0 ,3 mm do drugiej płaszczyzny.

DOPUSZCZALNE PARAMETRY EKSPLOATACYJNE

Całkowita moc p-t-ot 0,Zl m/Z

Temperatura

Termistor MTC-600

n r z e c howywania

Temperatura pracy t -10 70

KARTA KATALOGOWA
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PARAMETRY CHARAKTERYSTYCZNE

Nazwa Symbol Jedn, Wartość Warunki pomiaru
parametru min. ■typ. max.

Rezystancja
nominalna

ñ25
Q 9500 10000 13500 t = 25,0 ¿ o,i°c

Temp era t u r ó w
współczynnik
rezystancji

“25
o o -4,43 -4,70 -4,93 t =  25,0 t  

30,0 t
0,5°C 
0,5 -

-10 0 10 20 30 40 50 60 70 80 t(°C)

, 2. Charakterystyka rezystan- 
termistora NTC-600 w funkcji 

temperatury

Powierzchnie
posrebrzone

1 max"23mm 

Rys. 1, .Termistor NTC-600

3

2

10~1

Rys
c j i

(kQ)

NTC-600
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